20136180 hylkayspaatés suomeksi

Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut ylla mainitun patenttihakemuksen ja harkitsee
patenttilain 2 § 1 mom nojalla oikeaksi hylaté sen seuraavilla perusteilla:

Lausuman perustana olevat hakemusasiakirjat

Taman lausuman perustana ovat hakemusasiakirjat, jotka ovat saapuneet Patentti- ja
rekisterihallitukseen seuraavina ajankohtina:
e selitys, sivut 1-11, 26.11.2013
patenttivaatimukset (englanniksi), numerot 1-6, sivut 12-13, 23.03.2020
piirustukset, sivut 1/4-4/4, kuviot 0-4, 26.11.2013
tiivistelma (englanniksi), 16.10.2014
tiivistelma (ruotsiksi), 16.10.2014
hakijan lausumat 16.10.2014, 12.02.2016, 01.06.2016 ja 23.03.2020

Julkaisuluettelo
Ensimmaisessa valipaatdksessa (paivatty 26.6.2014) viitattiin seuraaviin julkaisuihin:

D1: US 2013037922 A1 (ARRIAGADA ANTON [US] et al.) (14.02.2013)
D2: US 2013084689 A1 (ARRIAGADA ANTON [US] et al.) (04.04.2013)
D3: US 2012161310 A1 (BRINDLE CHRIS [US] et al.) (28.06.2012)

D4: US 7868419 B1 (KERR DANIEL CHARLES [US] et al.) (11.01.2011)
D5: EP 1835536 A2 (SYCHIP INC [US]) (19.09.2007)

D6: US 2010230789 A1 (YORITA CHIKO [JP] et al.) (16.09.2010)

Taman jalkeen ei ole viitattu uusin dokumentteihin. Julkaisut D1-D3 edustavat lahinta
tekniikan tasoa. Vaikka ne edustavat eri patenttiperheitd, julkaisut D1-D3 ovat suurelta
osin identtisiad. Kuten aikaisemmissa valipdatéksisséa, ainoastaan julkaisua D1 kasitellaan
yksityiskohtaisesti turhan toistamisen valttdmiseksi.

Muutetut patenttivaatimukset

Hakija on esittanyt 23.3.2020 paivatyssa lausumassaan 23.12.2019 annettuun neljanteen
valipdatdkseen uuden muutetun patenttivaatimusasetelman 1-6. Itsenaisté
patenttivaatimusta 1 ei ole muutettu, mutta epéitsendiseen patenttivaatimukseen 5 on
lisatty uusi sanamuoto "edeltdvistd” ja itsenaisen patenttivaatimuksen 6 piirteet F6.2-F6.7
on poistettu. Epaitsenaisia patenttivaatimuksia 3 ja 4 on muutettu.

Muutettu itsendinen patenttivaatimus 1 maarittelee:

F1.1: korkearesistiivinen piisubstraatti

F1.2: substraatti on tarkoitettu radiotaajuiselle integroidulle passiivilaitteelle, jonka
radiotaajuushaviéitéd on vahennetty

F1.3: substraatti kasittda bulkkivydhykkeen, joka kasittaa korkearesistiivista bulkkipiita
F1.4. substraatti kasittda sailytetyn pinnanalaisen hilavauriovyéhykkeen, joka tehdaan
substraatin etupinnalle

F1.4.1 jossa substraatti on piikiekko,



F1.4.2 jossa hilavauriovybhyke kasittaa sardista piita bulkkivydhykkeen paalla,

F1.5: hilavauriovyéhyke muodostaa kiekon etupinnan,

F1.6: jossa etupinta on kemiallismekaanisesti tasokiillotettu etupinta,

F1.7.1: jossa hilavauriovyéhyke on ohennettu hilavauriovyéhyke

F1.8.1: jossa hilavauriovyéhyke on sovitettu saamaan aikaan substraatin RF-haviéiden
vahentyminen vaimentamalla (poistamalla) parasiittista pintajohtumista.

Muutettu itsendinen patenttivaatimus 5 maarittelee menetelman:

F5.1 korkearesistiivisen piisubstraatin valmistamiseksi

F5.1 mink& tahansa edeltdvén vaatimuksen mukaiselle radiotaajuiselle integroidulle
passivilaitteelle, jonka radiotaajuushaviditd on pienennetty,

menetelman kasittdessa

F5.2 korkearesistiivisen piin kasvatuksen,

F5.3. kasvatetun piin kasittelyn sahaamalla kasvatetusta piista piikiekko ja ohentamalla
sahattu piikiekko, jossa

F5.4 kasvatetun piin kasittelylla saadaan aikaan hilavauriovydhyke, joka kasittaa
vaurioitunutta piita kasitellyssa piikiekossa

F5.5.1 késitellyn piikiekon kemiallismekaanisella tasokiillotuksella saadaan aikaan
substraatti, joka kasittda korkearesistiivista bulkKipiitd olevan bulkkivyéhykkeen, ja
F5.6.1 kemiallismekaanisella tasokiillotuksella ainakin osa hilavauriovydhykkeesta
bulkkivydhykkeen paalla sailytetaan siten, etta hilavauriovydbhyke muodostaa
kemiallismekaanisesti tasokiillotetun etupuolen pinnan ja kasittaa vaurioitunutta piita
bulkkivydhykkeen ylapuolella,

F5.8. jossa substraatti on piikiekko,

F5.9. jossa hilavauriovydéhyke on ohennettu hilavauriovydhyke, ja

F5.7. jossa hilavauriovybhyke on sovitettu saamaan aikaan RF-haviéiden vahentyminen
vaimentamalla parasiittinen pintajohtuminen.

Muutettu itsendinen patenttivaatimus 6 maarittelee:

F6.1 mink& tahansa patenttivaatimuksen 1-4 mukaisen radiotaajuisen integroidun
passivilaitteen, joka kasittda korkearesistiivisen piisubstraatin, jonka radiotaajuista haviéta
on vahennetty.

KASITTELYHISTORIA, HAKIJAN LAUSUMA JA TUTKIJAINSINOORIN
KOMMENTIT

Ensimmainen valipaatos 26.06.2014
Alkuperaéiset patenttivaatimukset 1-8 jatettiin 26.11.2013.

Alkuperainen itsendinen patenttivaatimus 1 maarittelee laitteen, joka kasittda seuraavat
piirteet F1.1 — F1.6:

F1.1: korkearesistiivinen piisubstraatti

F1.2: substraatti on tarkoitettu radiotaajuiselle integroidulle passiivilaitteelle, jonka
radiotaajuushaviéitéd on vahennetty

F1.3: substraatti kasittda bulkkivydhykkeen, joka kasittaa korkearesistiivista bulkkipiita
1.4: substraatti k&sittaa sailytetyn pinnanalaisen hilavauriovydhykkeen, joka kasittaa
vaurioitunutta piita bulkkivyéhykkeen ylapuolella,

F1.5: hilavauriovyéhyke prosessoidaan substraattiin



F1.6: sailytetty hilavauriovyéhyke on sovitettu saamaan aikaan substraatin RF-havididen
vahentyminen poistamalla parasiittinen pintajohtuminen.

Alkuperainen itsendinen patenttivaatimus 7 méaarittelee menetelman, joka kasittaa
seuraavat piirteet F7.1 — F7.7:

F7.1: menetelmd patenttivaatimuksen 1 mukaisen korkearesistiivisen piisubstraatin
valmistamiseksi

F7.2: menetelmd kasittda korkearesistiivisen piin kasvattamisen,

F7.3: menetelma kasittaa kasvatetun piin prosessoinnin piikiekon sahaamiseksi
kasvatetusta piista ja sahatun piikiekon ohentamiseksi,

F7.4: prosessoinnilla saadaan aikaan prosessoituun piikiekkoon hilavauriovyéhyke, joka
kasittaa sarodista piita,

F7.5: menetelma kasittaa prosessoidun piikiekon kiillottamisen, jolla saadaan aikaan
substraatti, joka kasittda korkearesistiivista bulkkipiita sisaltavan bulkkivyéhykkeen
F7.6: menetelma kasittaa ainakin osan bulkkivydhykkeen ylapuolella olevan
hilavauriovyéhykkeen séilyttdmisestéa kiillottamalla,

F7.7: ainakin osa hilavaurioalueesta on sovitettu saamaan aikaan substraatin RF-
havididen vahentyminen poistamalla parasiittinen pintajohtuminen.

Alkuperainen itsenainen patenttivaatimus 8 méaarittelee radiotaajuisen integroidun
passiivilaitteen, joka kasittaa patenttivaatimuksen 1 mukaisen korkearesistiivisen
substraatin, jonka radiotaajuushavibitd on vdhennetty.

Ensimmaisessa valipdatdksessa (26.06.2014) todettiin, etta kaikki patenttivaatimuksessa 1
esitetyt maaritteet kayvat ilmi julkaisusta D1, ja itsenaiset patenttivaatimukset 7 ja 8 eivat
eroa olennaisesti julkaisun D1 tekniikan tasosta. Epaitsenainen vaatimus 3 ei ole uusi ja
epaitsenaiset patenttivaatimukset 2 ja 4-6 eivat eroa olennaisesti julkaisun D1 tekniikan
tasosta.

Toinen valipaatés 19.11.2015
Hakijan lausuma 16.10.2014

Hakija on lausumassaan 16.10.2014 esittanyt uuden muutetun patenttivaatimusasetelman
1-7. ltsendista patenttivaatimusta 1 on muutettu epaitsenédisen patenttivaatimuksen 2
piirteilla ja esitetty lyhyt perustelu ongelma-ratkaisun keksinndllisyydesta toteamalla, etta
tekninen ongelma on vahentda RF-signaalien havidita korkearesistiivisessa
piisubstraatissa.

Tutkijainsin66rin kommentit 19.11.2015

Hakijan esittdma objektiivinen tekninen ongelma on muotoiltu virheellisesti keksinnén
yleisen tarkoituksen uudella ilmaisulla. Objektiivinen tekninen ongelma tulisi muotoilla
niista patenttivaatimuksen 1 teknisista piirteistd, jotka eivat ole lahimman tunnetun
tekniikan tason julkaisusta D1 tunnettuja. Hakijan perustelut todettiin taten epauskottaviksi.
Termeja "etupuoli” ja "takaosa” ei ole hakemuksessa selkeadsti maaritelty ja etupuolen
pinnan oletetaan olevan pinta, johon RF-laitteen aktiiviset komponentit sijoitetaan,
sidotaan tai kiinnitetédan jollain tavalla.



Todettiin ettei itsendinen patenttivaatimus 1 ole uusi julkaisuun D1 n&dhden. Itsenéista
patenttivaatimusta 6 oli muutettu vain ensimmaisessa valipaatdksessa esitetyn
epatasmallisyyden poistamiseksi, joten se ei edelleenkaan ole uusi julkaisuun D1 nahden
ensimmaisessa valipaatdksessa annetuin perustein. Tama johtopaatds nayttaisi olevan
virheellinen tulkinta. Ensimmaisessé, kolmannessa ja neljannessa valipaatéksessa taman
patenttivaatimuksen on todettu olevan uusi, mutta ei keksinnéllinen. ltsenainen
patenttivaatimus 7 on uusi, mutta ei eroa olennaisesti D1 tunnetusta tekniikasta
ensimmaisessa valipdatdksessa esitetyin perustein. Epaitsendinen vaatimus 2 ei ole uusi
ja epaitsenaiset vaatimukset 3-5 eivat eroa olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Kolmas valipaatoés 04.03.2016
Hakijan lausuma 12.2.2016

Lausumassaan 12.02.2016 hakija on esittdnyt uuden muutetun patenttivaatimusasetelman
1-6. ltsendisen patenttivaatimuksen 1 piirteet, F1.5: hilavauriovyéhyke muodostaa
etupuolen pinnan, F1.6: etupuolen pinta on kemiallismekaanisesti tasokiillotettu etupuolen
pinta, F1.7: hilavauriovydhyke ké&sittda vaurioitunutta sardista piita bulkkivydhykkeen
paalla, ja F1.8: hilavauriovybhyke on sovitettu saamaan aikaan substraatin RF-hévididen
vadhentyminen poistamalla parasiittinen pintajohtuminen, on muutettu.

Hakija vaittaa, ettd muunnetut patenttivaatimukset ovat uusia D1 tekniikkaan nédhden,
koska liitoskerros 206 muodostaa kiekon 201 etupuolen pinnan ja se on ohennettu CMP-
kiillottamalla (F1.6). Hakijan mukaan objektiivinen tekninen ongelma on miten vahentaa
RF-signaalin havi6itd HRS-substraatissa. Vauriokerrosta 214 ei kKiilloteta, kuten muutettu
itsendinen patenttivaatimus maarittelee sen. Hakija vaittaa, ettd tama muodostaa
olennaisen eron D1 tunnettuun tekniikkaan silla perusteella, etta alan ammattimies
vaurioittaisi edelleen vauriokerrosta 214 jollain alan yleisen tietdamyksen perusteella tavalla
HRS-substraatin RF-signaalien havidihin liittyvien ongelmien voittamiseksi.

Tutkijainsin66rin kommentit 04.03.2016

Itsendinen patenttivaatimus 1 on uusi. Keksinnéllisyyttéd D1 tunnettuun tekniikkaan nahden
ei selkeasti ole hakijan ehdottamassa objektiivisen ongelman tapauksessa.

Hakija ehdotti, etta piirteen F1.6 tekninen vaikutus on, ettd RF-signaalin haviéita HRS-
substraatissa vahennetaan, ja viittasi selityksen sivulle 6, riveille 26-27, joilla
ainoastaan toistetaan keksinnén yleinen tarkoitus. Siina ei ilmaista teknista vaikutusta,
joka ilmenisi erityisesti hilavauriovyéhykkeen etupinnan Kiillotuksesta. Tutkijainsinééri ei
pysty tunnistamaan mitdan teknista vaikutusta, joka johtuisi piirteesta F1.6, taten
katsotaan, ettei itsendinen patenttivaatimus 1 edelleenkaan eroa olennaisesti D1
tunnetusta tekniikasta ja sama patee itsenaisiin patenttivaatimuksiin 5 ja 6.

Tutkijainsinddri alleviivasi julkaisuun D1 viitaten, ettd tartuntakerros 206 on pelkastaan
erillinen kerros eika osa kiekkoa 205, tartuntakerros CMP-Kiillotetaan ennen liittdmista,
kuten kappaleessa [0046] todetaan, ja vaihtoehtoinen suoritusmuoto, jossa liitoskerrosta ei



ole, mainitaan julkaisun D1 kappaleessa [0048].

Tutkijainsinddri totesi, ettei nayta olevan syyta miksi substraattikiekon kiillottaminen ennen
littAmistd aiheuttaisi enempédéd vahentymista RF-signaalin havidissa (suurempi
vahentyminen kuin mitd saadaan aikaan D1 esitetylld laitteella, joka on identtinen
itsendisessa patenttivaatimuksessa 1 maariteltyyn laitteeseen nahden lukuun ottamatta
sita tosiasiaa, etta piirrettd F1.6 ei tuoda esille. Tutkijainsind6ri uskoo, etta tasoitus
(kiillottaminen) todennakdisesti parantaa litosominaisuuksia, mutta on kokonaan neutraali
RF-havididen vahentamisominaisuuksien suhteen. Tasta johtuen tutkijainsindori pitaa
hakijan esittdmaa obijektiivista teknistd ongelmaa patemattémana.

Tutkijainsinddri pyysi hakijaa vastaamaan kahteen kysymykseen: A) kuvailemaan piirteen
F1.6 teknista vaikutusta ja B) perustelemaan itsenaisen patenttivaatimuksen 1
keksinnollisyytta.

Patenttivaatimusten 1-6 todettiin olevan uusia. Epéitsenéiset patenttivaatimukset 1, 5 ja 6
seka epaitsenaiset patenttivaatimukset 2-4 eivat ole keksinndllisia.

Neljas valipaatos 23.12.2019
Hakijan lausuma 01.06.2016

Lausumassaan 01.06.2016, hakija on esittanyt uuden muutetun
patenttivaatimusasetelman 1-6. ltsenaisen patenttivaatimuksen piirteet F1.4.1: jossa
substraatti on piikiekko (100), F1.4.2: jossa hilavauriovybhyke k&sittdd vaurioitunutta piité
bulkkivybhykkeen yldpuolella, F1.5: jossa hilavauriovyéhyke muodostaa kiekon etupuolen
pinnan, F1.7.1: jossa hilavauriovydhyke on ohennettu hilavauriovyéhyke ja F1.8.1: jossa
hilavauriovydhyke on sovitettu vdhentdmé&an parasiittista pintajohtumista substraatin RF-
hévididen vdhentdmiseksi, on muutettu.

Hakijan mukaan julkaisussa D1 ei tuoda esille hilavauriovyéhyketta, joka kasittéisi
vaurioitunutta piita ja muodostaisi piikiekon etupuolen pinnan. Lisaksi julkaisussa D1 ei
tuoda esille vaurioitunutta etupuolen pintaa, joka on CMP-kiillotettu ohennettu pinta.
Hakijan mukaan vaatimuksissa esitetty keksintdé on uusi tunnettuun tekniikkaan nahden.
Lisaksi on esitetty objektiivinen tekninen ongelma, miten yksinkertaistaa HRS-substraatin
valmistusmenetelmaa ja hakija toteaa, ettd vaatimuksissa esitetty keksintd eroaa
olennaisesti tunnetusta tekniikasta, koska alan ammattimies ei paatyisi samaan tulokseen
ratkaistessaan esitettya ongelmaa.

Tutkijainsin66rin kommentit 23.12.2019

Tutkijainsinddri on hakijan kanssa samaa mielta siita, etta itsendisen patenttivaatimuksen
1 kohde on uusi. Kolmannessa valipaatdksessa (paivatty 04.03.2016), hakijaa pyydettiin
vastaamaan kahteen kysymykseen A ja B itsenaisen patenttivaatimuksen 1
keksinndllisyyden osoittamiseksi perustelluksi. Kysymys A olisi tuottanut
kemiallismekaanisesti tasokiillotetun etupuolen pintaa koskevan piirteen teknisen
vaikutuksen. Kysymys B olisi tuottanut perusteet sille miksi hakija arvelee, ettei alan



ammattimiehelle olisi ilmeistd saada aikaan teknista vaikutusta kiillottamalla julkaisussa D1
esitetyn substraattikiekon 205 etupuolen pintaa.

Hakija ei vastannut ndihin kysymyksiin. Sen sijaan, hakija sovelsi ongelma-ratkaisu
menetelmaa tavalla, jossa ei keksinndéllisyyden kannalta ole mitdan jarkevaa. Liséksi
hakija ei viittaa kappaleeseen [0046], jossa kuvataan itsendisessa patenttivaatimuksessa 1
maariteltyd vastaavaa vauriota.

Tutkijainsinddri on hakijan kanssa eri mielta siita, ettd itsendisen patenttivaatimuksen 1
kohde olisi keksinnéllinen. Patenttivaatimusten 1-6 todettiin olevan uusia. ltsenaiset
patenttivaatimukset 1, 5 ja 6 seka epaitsenaiset patenttivaatimukset 2-4 eivat ole
keksinndllisia.

Hakijan lausuma 23.03.2020

Lausumassaan 23.03.2020 neljanteen valipaatdkseen (23.12.2019), hakija on esittanyt
uuden muunnetun vaatimusasetelman 1-6. ltsendista patenttivaatimusta 1 ei ole muutettu.
ltsendisen patenttivaatimuksen 5 viittaus "minka tahansa patenttivaatimuksen 1-4” on
korvattu viitauksella "minka tahansa edeltavan patenttivaatimuksen”. ltsenaista
patenttivaatimusta 6 on muunnettu poistamalla piirteet F6.1-F6.7. Hakijan mukaan
patenttivaatimus 1 on uusi ja keksinndllinen julkaisuun D1 nahden.

Hakija esittaa, etta julkaisussa 1 esitetyn kuvan 2 suoritusmuodosta ei kay ilmi miten
vaurioitunutta piitd kasittava hilavauriovybhyke muodostaa piimuotojen etupuolen pinnan.
Ainoastaan substraattikerroksen 205 ja liitoskerroksen 206 kasittava kiekko 201 on
esitetty, joista kerroksista 205 ja 206 muodostavat etupuolen pinnan kappaleen [0027]
mukaan. Tassa suoritusmuodossa kerros 205 on vaurioitunutta piité ja loukkukerros 214 ei
ulotu kiekon 201 etupuolen tai takaosan pinnalle julkaisun D1 kuvioiden mukaan. Kerros
206 ei ole vaurioitunutta piitd, koska se kappaleen [0029] mukaan oksidikerros eika kiekon
201 pintakerrokseen muodostettua vaurioitunutta kerrosta 214 ole esitetty tassa
suoritusmuodossa.

Lisaksi hakijan mukaan julkaisussa D1 ei tuoda esille miten vaurioitunutta piité k&sittava
etupuolen pinta CMP-kiillotetaan. Ainoastaan mekaanisesti Kiillotetun vauriokerroksen 214
yldpuolella olevan kerroksen 206 ohennusta CMPII&, muttei kerroksen 214 CMP-kiillotusta,
on tarkasteltu kappaleen [0046] mukaan. Vaurioitunutta piité sisaltavaa
hilavauriovyéhyketta ei myéskaan tuoda esille.

Hakijan mukaan julkaisua D1 tarkasteltaessa ongelma on miten yksinkertaistaa HRS-
substraatin valmistusta, koska erottavat piirteet mahdollistavat HRS-substraattien
yksinkertaistetun valmistamisen. Tekniikan tason julkaisuista ei kay ilmi, eika siina vihjata
eikd ehdoteta tatad. Hakijan mielipide on, ettd ongelman ratkaisemiseksi alan ammattimies
muodostaisi loukkukerroksen 214 paallystamalla korkearesistiivistd materiaali kerroksen
205 paalle tai kayttaisi korkea-energisia partikkelien istutusta kerrokseen 205 mekaanisten
vaurioittamismenetelmien sijaan kuten kappaleissa [0037] ja [0038] esitetaan.

Hakija ei ole kommentoinut itsendisia vaatimuksia 5 ja 6.



HYLKAYKSEN PERUSTEET

Uutuus ja keksinndllisyys (PatL 2§)

Yksikaan itsendisiin patenttivaatimuksiin 1, 5 ja 6 tehdyistd muutoksista ei muuta kohteen
tulkintaa. Tutkijainsindéri katsoo, etta patenttivaatimuksiin tehdyt muutokset perustuvat
perusasiakirjaan (PatL 13 §, PatA 19 §). Tutkijainsindéri on hakijan kanssa samaa mielta,
ettd itsendinen patenttivaatimus on uusi julkaisuun D1 nadhden kuten edellisessa
neljannessa valipaatdksessa (23.12.2019) todettiin ja siina ei esiteta kiekon
hilavauriovyéhykkeen muodostamista etupuolen pinnalle (piirre F1.5), jossa etupuolen
pinta on kemiallismekaanisesti tasokiillotettu etupuolen pinta (piirre F1.6).

Tutkijainsinddri on hakijan kanssa eri mielta siita, etta julkaisussa D1 ei esiteta miten
vaurioitunutta piita sisaltava hilavauriovydhyke muodostaa piimuotojen etupuolen pinnan ja
kerrokset 205 ja 206 muodostavat etupuolen pinnan kappaleen [0027] mukaan. Hakija ei
viittaa kappaleeseen [0033].

Tata piirrettéd F1.5 tarkasteltiin toisessa valipaatdksessa 19.11.2015 ja toistettiin
neljannessa valipdatdksessa 23.12.2019: todettiin, etta selitysosassa ei selkeasti
maaritella termien “etupuoli” ja “takaosa” tarkoitusta, mutta etupuolen pinta on oletettavasti
pinta, jolle RF-laitteen aktiiviset komponentit asetetaan, liitetaan tai kiinnitetaan jollain
muulla tavalla.

Julkaisusta D1 hakija havaitsee, etta aktiiviset komponentit litetdan jokaisessa
tapauksessa kiekon sille puolelle, jonne hilavaurio on tehty ts. etupuolen pinnalle. Lis&ksi
tutkijainsind6ri viittaa kappaleeseen [0030] ja kuvaan 2, jossa kuvataan puolta 213
“eristavan kerroksentakaosana” ja kappaleessa [0071] esitetaan pinta 514
"puolijohdekiekon ylapintana”. Kuvassa 2 vauriovydhyke on substraatin alapuolella, kun
taas kuvassa se on ylapinnalla. Julkaisussa D1 esitetty "puolijohdekiekko” on molemmissa
suoritusmuodoissa (ts. kuvissa 2 ja 5) liitetty puolelle, jonne hilavaurio on tehty.
Kolmannessa 04.03.2016 annetussa valipaatbéksessa on selkeytetty, etta vauriokerros
muodostaa substraatin 205 etupuolen pinnan ja liitoskerros 206 on erillinen kerros
(kappale [0033]).

Tutkijainsinddri on hakijan kanssa eri mielt siita, ettd hilavauriovydhyketta ei ole
ohennettu. Hilavauriovydhyke (214) muodostetaan esim. kiillottamalla alustakiekkoa
(kappale [0046]) kuten jo todettiin edellisessa neljannessa valipdatoksessa. Liitoskerros on
CMP-kiillotettu ennen liittamista kuten kappaleessa [0046] todetaan.

Erottava piirre (katso ylld), joka ei kay ilmi julkaisusta D1, on vaurioitunutta piita sisaltavan
etupuolen pinnan 205 CMP-kiillottaminen erillisen CMP-kiillotetun liitoskerros 206 sijaan.
Hakija ehdotti aikaisemmassa lausumassaan 04.03.2016, etta piirteen F1.6 tekninen
vaikutus on, ettd RF-signaalien haviét HRS-substraatissa vahentyvat, ja viittaa selityksen
sivulle 6 riveille 26-27, joka pelkastaan toistaa keksinndn yleisen tarkoituksen. Siita ei
ilmene teknista vaikutusta, joka syntyy erityisesti hilavauriovyéhykkeen etupuolen pinnan
Kiillottamisesta. Viimeisimmassa lausumassaan 23.03.2020 hakija esitti, etta erottavan
piirre mahdollistaa HRS-substraatin valmistuksen yksinkertaistamisen verrattuna
julkaisuun D1. Kuitenkin, kuten tutkijainsindéri totesi, esilla olevan hakemuksen mukaan
(katso sivu 10, rivit 16-18) CMP-kiillottamisen tarkoitus on varmistaa, ettd substraatti



voidaan litografisesti kuvioida laitteen valmistusprosessissa. Tutkijainsindéri pitaa
kiillottamista litosominaisuuksia parantavana eiké se paranna RF-haviéominaisuuksia.

Tutkijainsinddri on hakijan kanssa eri mielté siita, ettd ongelman, miten yksinkertaistaa
HRS-substraattien valmistusta, ratkaisemiseksi alan ammattimies muodostaisi
loukkukerroksen 214 paallystamalla korkearesistiivistd materiaalia kerroksen 205 paalle tai
kayttaisi korkeaenergisten partikkeleiden istutusta kerrokseen 205 mekaanisten
vaurioittamismenetelmien sijaan. Hakija viittaa kappaleisiin [0037] ja [0038], mutta ei
kappaleisiin [0046] ja [0048], joihin viitataan aikaisemmissa valipaatdksissa. Kuten naissa
kappaleissa mainitaan

- hilavauriovybhyke (214) on muodostettu hiertdamalla, kiillottamalla, jne. (ts. mekaanisin
vaurioittamismenetelmin) alustakiekkoon (kappale [0046])

- on esitetty yksinkertaisempi vaihtoehtoinen suoritusmuoto, jossa litoskerrosta ei ole
lainkaan (kappale [0048]), ja

- CMP-kiillottamista on kaytetty erilliselle litoskerrokselle (kappale [0046])

Toisin sanoen, kuten aikaisemmissa valipaatéksissa on korostettu, julkaisusta D1
|6ydetaén itsendiseen patenttivaatimukseen 1 tarvittavat piirteet, vaikka hakija ei naihin
kappaleisiin viittaa.

Taman vuoksi tutkijainsindéri on hakijan kanssa eri mielta siita, etta patenttivaatimus 1
eroaisi olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Ylla olevasta perustelun seurauksena itsenaisten patenttivaatimukset1, 5 ja 6 seka
epaitsenaiset patenttivaatimukset 2-4 ovat uusia, mutta eivat eroa olennaisesti tunnetusta
tekniikasta.

Tasséa yhteydessa on mainittava, ettd hakija on korostanut hilavauriovyéhykkeen CMP-
kiillottamista, vaikka hakija ei ole vastannut CMP-kiillottamisen teknista vaikutusta
koskeviin kysymyksiin, joihin on pyydetty vastausta. Yleisesti, mikali pintakerros (esim.
hilavauriovyéhyke (214)) hierretaan, se kiillotetaan ennen liittdmista. On yleisesti
tunnettua, etté hierretty pinta on karkea (esim. pinnan karheus satoja nm), joka pinta
soveltuu liittAmiseen CMP-kiillottamisen jalkeen (esim. pinnan karheus n. 1nm).
Mainittakoon, ettd tdma kommentti on tarkoitettu sivuhuomautukseksi.

Johtopaatokset

Koska patenttivaatimusten1-6 kohteet eivat eroa olennaisesti ennestdan tunnetusta
tekniikasta, néita patenttivaatimuksia ei voida hyvaksya (PatL 2 §).

Patenttihakemus hylataan PatL 16 nojalla, jos vield lausuman antamisen jalkeen
katsotaan olevan este hakemuksen hyvaksymiselle ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa
lausumansa, mikali ei ole aihetta antaa hakijalle uutta valipaatosta.

Hylkaysperusteet on kerrottu hakijalle aikaisemmissa valipaatdksissa ja hakijalla on ollut
tilaisuus antaa lausumansa.

Hakemus on hylattava PatL 2 nojalla.



Vanhempi tutkijainsindori: Mika Kdmardinen

Vanhempi tutkijainsin®ori: Heidi Niemi




